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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposob szeregowego uktadu pojemnosé-indukcyjnosé do uktadow
scalonych.

Dotychczas z ksigzki A. Chochowski ,Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektrykéw —
czes¢ 2", Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spétka Akcyjna, Warszawa 2003, Wydanie drugie
2009, s. 11, znane sg cienkowarstwowe elementy indukcyjne o uzwojeniu ptaskim w ksztatcie spirali
lub spiralnego meandra prostokatnego, zas z polskiego opisu patentowego nr 69 138 znane sg cien-
kowarstwowe elementy indukcyjne o uzwojeniu ptaskim w ksztatcie spirali, w ktérych magnetowod
stanowi cienka warstwa ferromagnetyczna lezaca w ptaszczyznie réwnolegiej do ptaszczyzny cewki.
Stosowane sg jedynie cewki tego typu na podiozu dielektrycznym lub magnetycznym w postaci jedno-
litej w ptaszczyznie warstwy.

W powyzszych rozwigzaniach uzyskiwana jest mata warto$¢ indukcyjnosci z jednostki po-
wierzchni, element indukcyjny w uktadzie mikroelektronicznym zajmuje duzg powierzchnie, co powo-
duje obnizenie stopnia integracji, oraz wystepowanie znacznego strumienia rozproszenia charaktery-
stycznego dla ptaskiego uzwojenia spiralnego.

W polskim opisie patentowym nr 190454 przedstawiono sposob wytwarzania pojemnosci do
uktadow mikroelektronicznych polegajacy na tworzeniu kondensatoréw pétprzewodnikowych poprzez
wytworzenie w ptytce krzemowej domieszkowanej warstwy potprzewodnikowej o podwyzszonej prze-
wodnosci uzyskanej poprzez implantacje borem, ktéra to warstwa stanowi oktadzine wewnetrzna,
nastepnie wygrzewa sie te plytke w temperaturze 1000-1100°C w czasie 10 minut, a nastepnie po-
przez implantacje neutralnym neonem wytwarza sie warstwe silnie zdefektowang petniaca funkcje
dielektryka, po czym wytwarza sie warstwe metalu stanowigcag oktadzine zewnetrzng. Tak podwdjnie
implantowang ptytke krzemowag domieszkowang z wytworzonymi warstwami wygrzewa sie impulsowo
w temperaturze 700-800°C w czasie 1 sekundy. Nastepnie poddaje sie wygrzewaniu w czasie
15 minut w temperaturze 350°C.

W polskim opisie patentowym nr 218600 przedstawiono sposéb wytwarzania szeregowego
uktadu pojemnosé-indukcyjnos¢ do uktadéw mikroelektronicznych polegajgcy na naniesieniu przy
uzyciu rozpylania magnetronowego warstwy materialu ferromagnetycznego o skfadzie
(C0o 45F€0.45Z0.10)0,38(Al203)0 62 W atmosferze argonu o cisnieniach od 10 Pa do 10" Pa, korzystnie
5,19-10%Pa i tlenu o cisnieniach od 10 Pa do 10" Pa, korzystnie 4,41-10° Pa na ptytke podtozowg
z krzemu, poddang wczesniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym do wykonania
uktadu mikroelektronicznego, a nastepnie przeprowadza sie izotermiczne wygrzewanie stabilizujgce
w temperaturze 550°C, w czasie 10—-30 minut, korzystnie 15 minut.

Istotq sposobu wytwarzania szeregowego uktadu pojemno$é-indukcyjno$¢ do uktadéw scalo-
nych na ptytce podtozowej z krzemu, poddang wczesniej wszystkim operacjom technologicznym wy-
maganym do wykonania uktadu scalonego jest to, Zze wykonuje sie naniesienie rozpylaniem jonowym
warstwy materiatu o skfadzie (FeCoZr)q,7(CaF;)s73 W atmosferze argonu i tlenu w zakresie cidnien
argonu od 102 Pa do 10" Pa oraz tlenu w zakresie cinien od 10 Pa do 10™ Pa, a nastepnie wykonu-
je sie wygrzewanie stabilizujace w temperaturze 150°C, w czasie 1-20 minut.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze pozwala na wytwarzanie obszaru o bezuzwojenio-
wej indukcyjnosci z indukcjg 100 uH/um3 i pojemnos$ci z przenikalnoscig dielektryczng wzgledng
10000 w jednym procesie technologicznym. W konsekwencji pozwala to na zmniejszenie powierzchni
struktury potprzewodnikowej przy zwiekszeniu stopnia integraciji.

Sposdb wedilug wynalazku zostat objasniony w przykfadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia przekrdéj poprzeczny ptytki podiozowej z wytworzonym obszarem szeregowego
uktadu pojemnos$é-indukcyjnosé, fig. 2 — zaleznos¢ kata przesuniecia fazowego, wyrazony w stop-
niach, w wytworzonym szeregowym uktadzie pojemno$¢é-indukcyjnos¢ w funkcji czestotliwosci napie-
cia pomiarowego.

Warstwa 1 naparowana przy uzyciu rozpylania 6 jonowego na warstwie 2 izolacyjnej z dwutlen-
ku lub azotku krzemu na ptytce 3 podiozowej z krzemu poddanej wczesniej wszystkim operacjom
technologicznym wymaganym do wykonania uktadu scalonego i z warstwami 4 metalizacji oraz ma-
ska 5 do fotolitografii wykonany jest sposobem wedtug wynalazku.

Przyktad.

Plytke 3 podtozowa z krzemu o rezystywnosci 100 Q-cm pokrytg warstwg 2 izolacyjng z dwu-
tlenku krzemu o grubosci 0,5 um poddano nanoszeniu rozpylaniem 6 jonowym materiatem
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(FeCoZr)e, 7(CaF,)s73 W atmosferze argonu i tlenu w zakresie cisnien argonu 8,5-10° Pa oraz tlenu
4,310 Pa przez otwor w masce 5 do fotolitografii do uzyskania grubosci 1 um. Tak dobrane parame-
try nanoszenia pozwolity na wytworzenie obszaru i uktadu pojemnosc-indukcyjnos¢. Przygotowang
w taki sposob ptytke 3 podtozowg poddano izotermicznemu wygrzewaniu stabilizujgcemu w tempera-
turze 150°C w czasie 10—-20 minut. Na rysunku fig. 2 pokazano zaleznos¢ kata przesuniecia fazowego
mierzonego w stopniach od czestotliwosci f, ktory wykazuje, ze w obszarze czestotliwosci do 8-10° Hz
wystepuje ujemny kat przesuniecia fazowego charakterystyczny dla pojemnosci, a w obszarze powy-
z€ej 8-10° Hz dodatni kat przesuniecia fazowego charakterystyczny dla indukcyjnosci.

Uzyskano warstwe o bezuzwojeniowej indukcyjnosci o indukcji wzglednej 100 uH/um3 i pojem-
nosci z przenikalnoscig dielektryczng wzgledng 10000 w jednym procesie technologicznym.

Zastrzezenie patentowe

Sposob wytwarzania szeregowego ukfadu pojemnos$é-indukcyjno$é do uktadéw scalonych, na
ptytce (3) podtozowg z krzemu, poddang wczesniej wszystkim operacjom technologicznym wymaga-
nym do wykonania uktadu scalonego, znamienny tym, ze wykonuje sie naniesienie rozpylaniem jo-
nowym (6) warstwy (1) materiatu o skfadzie (FeCoZr)s, 7(CaF,)s73 W atmosferze argonu i tlenu w za-
kresie cisnien argonu od 10 Pa do 10" Pa oraz tlenu w zakresie ci$nien od 102 Pa do 10™ Pa,
a nastepnie wykonuje sie wygrzewanie stabilizujgce w temperaturze 150°C, w czasie 10-20 minut.

Rysunki

Fig.1




Kat przesuni¢cia fazowego, stopnie
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